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はじめに 

大規模集積回路おける通信容量の増加に伴い，電

気配線における発熱や消費電力の増大が問題となっ

ている．そこで，電気配線を光配線に置き換えるシリ

コンフォトニクスに関する研究が盛んに行なわれて

きた．これに対し，我々は薄膜 InP層と Si基板を直

接貼付法によって貼合わせ，この InP/Si基板上に InP

系の結晶成長を行うことで光デバイスの集積および

作製を行なう手法を提案してきた[1]． 

今回，Si 基板上に InP テンプレート薄膜を貼り合

わせる際の加熱温度を 350℃，400℃と変化させた

InP/Si基板を用意し，InP/Si基板上レーザの発振特性

の評価を行なったので，報告する． 

 

実験結果 

はじめに MOVPE法を用いて InP基板上に GaInAs 

/ InP template (1m)/ GaInAsを成長し，ウエットエッ

チングをすることで薄膜 InP層を用意した．そして，

これらの薄膜層と Si 基板に H2SO4:H2O2:H2O 溶液で

洗浄を施すことで表面を親水化させ，両基板を貼り

合わせた．その後， 350℃,400℃の加熱処理をそれぞ

れ行うことで， 2種類の InP/Si基板を作製した．作

製した基板のノマルスキー像を図 1 に示す．ボイド

占有率は 350℃,400℃基板でそれぞれ 0.08%,0.09%と

良好な表面状態を得た．その基板上に，図 2 に示す

ように成長温度 650℃，成長圧力 60Torr にて p-

GaInAs/p-InP/i-GaInAsP/n-InP 層の MOVPE 成長を行

なった．その後，p-GaInAs上に Au-Zn，n-Si上に Au-

Al の金属形成を行ない，劈開後，電流注入を行なっ

た． このときの 400℃加熱基板の電流―光出力特性

を図 3に示す．パルス幅 0.1μs，デューティ比 0.05％

の電流注入を 10℃で行ったものである．閾値電流密

度は 4.38 kA/cm2であった．また，350℃加熱基板の

レーザ発振も得られ，閾値電流密度は 4.49 kA/cm2で

あった．  
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図 1  InP/Si 基板表面状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 図 2  InP/Si基板上MOVPE成長 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3  400℃加熱 InP/Si基板上レーザ発振特性 
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